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Introducao

Resultados e Discussao

O composto semicondutor cristalino CdTE, possui um gap direto, que
ocasiona em um sistema de absorcao Optica mais eficiente. Esse
material se destaca coma fabricacao de dispositivos optoeletronicos,
pois quando combinado com ions de Manganés (Mn) adquiri
propriedades magnéticas

Na fisica fundamental, podemos utilizar esse material para a analise
de portadores de cargas e seus complexos, tendo a possibilidade de
analisar Quantum Wells (QW’s), um sistema de dimensao quantica.

Objetivos

Neste trabalho, crescemos e caracterizamos filmes finos de CdMnTe,
utilizando técnicas diversas, para obter informacdes sobre
caracteristicas quimicas e/ ou fisicas da amostra.

Material e Métodos

Crescimento:

A Epitaxia por feixe molecular, estd baseada na deposicao de uma
pelicula monocristalina sobre um substrato monocristalino, essa
técnica esta relacionada com as camadas criadas pela deposicao.
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Pressao de crescimento 10
7~10-° Torr.

Camara de crescimento

Figura 1. Esquema da camara de crescimento (MBE)

Os QW, podem ser produzidos a partir de camadas de materiais
semicondutores que possuem gaps diferentes. Utilizando um
substrato com parametro de rede proximo ao do material crescido.

Figura 2. Neste trabalho, analisamos
heteroestruturas crescidas em um substrato
de silicio SI(111) via MBE. Um poco quantico
(QW) de CdTe com barreira de CdMnTe, que
possui um gap maior do que a barreira..
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Figura 3. Fotoluminescéncia

de um QW’s de CdTe com
barreira de CdMnTe. Uma
amostra com um poco de
3nm e outra amostra de ITnm
de espessura. Apresentam
emissao
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Conclusoes

Este trabalho foi baseado na caracterizacao de filmes finos de
CdMnTe, onde a sua producao e aplicacdo é muito ampla. A partir da
analise de fotoluminescéncia, conseguimos analisar que o sinal da
amostra é muito intenso. Com isso, o filme fino da amostra possui
poucos defeitos.
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